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前言

　　“模拟电子电路”是高等院校电类专业的一门技术基础课，是“电路分析基础”的后续课程。
　　本书系统地介绍了模拟电路的基本概念、结构及特点，以及各种电子电路分析方法。
内容包括半导体材料、器件（二极管、三极管、场效应管）及其基本电路、功率放大器、集成运算放
大器及其应用电路、负反馈放大器、直流稳压电源和电子电路的计算机辅助分析与设计。
　　本书以放大器分析为主线，在编写过程中体现如下特点：　　（1）本书内容经过认真精选，适
用于当前学时少的情况；　　（2）加强基础知识，即基本概念、基本原理及基本分析方法；　　（3
）为了帮助学生克服入门的困难，本书对基础知识的讲解极注重启发性，以便激励学生边读边思考，
以及方便学生自学；　　（4）突出“模拟电子电路”课程的工程性，强调工程近似分析方法；　　
（5）加强各课程间交叉渗透的内容，注重与“电路分析基础”等先修课程的衔接，适当运用一些其
他学科的原理、方法解决本课程的问题，以便调动学生思维的主观能动性；　　（6）习题形式多样
化，全方位培养学生独立思考和创新能力。
　　全书分为11章，大体可以分为两大部分。
前5章为第1部分，主要介绍基本器件和基本电路。
半导体器件包括二极管、双极型三极管和场效应管等，它们是构成各种功能电路的核心元件。
一般情况下，初学者对这一部分内容可能会感觉比较枯燥和比较不容易理解。
因此，在学习半导体器件时，可以和简单电路穿插学习，以便消除厌烦情绪。
基本放大电路是构成各种功能电路和集成电路的基础，需要重点掌握和多做练习。
后6章为第2部分，主要介绍放大器深层次的内容，包括放大器增益与频率的关系即频率响应，放大器
的输出级即功率放大器，改善电路性能的负反馈放大器，集成运算放大器及其应用电路，此外还介绍
了各种电子设备都要使用的直流稳压电源。
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内容概要

　　《模拟电子电路》结合具体实例系统地介绍了模拟电路的基本概念、结构及特点，以及各种电子
电路分析方法。
全书共分为11章，内容包括半导体材料、器件（二极管、三极管、场效应管）及其基本电路、功率放
大器、集成运算放大器及其应用电路、负反馈放大器、直流稳压电源和电子电路的计算机辅助分析与
设计。
　　针对当前院校模拟电子电路学科学时少的特点，在《模拟电子电路》编写时对内容进行了认真的
精选，非常适合作为各院校电子信息、通信、计算机等专业的专业基础课——“模拟电路”课程的教
材和参考书。
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章节摘录

　　当PN结两边的掺杂浓度很高时，阻挡层将变得很薄（例如，掺杂浓度为lO18cm-3的锗PN结，其
阻挡层宽度只有0.04um）。
在这种阻挡层内，载流子与中性原子相碰的机会极小，因而不容易发生碰撞电离。
但是，在这种阻挡层内，加上不大的反向电压，就能建立很强的电场（例如，加上1V反向电压时，阻
挡层内的场强可达2.5×105V/cm），足以把阻挡层内中性原子的价电子直接从共价键中拉出来，产生
自由电子一空穴对，这个过程称为场致激发。
场致激发能够产生大量的载流子，使PN结的反向电流剧增，呈现反向击穿现象。
这种击穿称为齐纳击穿（Zener Breakdown）。
可见，齐纳击穿发生在高掺杂的PN结中，相应的击穿电压较低，且其值随掺杂浓度增加而减小。
　　一般而言，击穿电压在6V以下的属于齐纳击穿，6V以上的主要是雪崩击穿。
无论哪种击穿，若对其电流不加限制，都可能造成PN结的永久性损坏。
　　2.2.3.3击穿电压的温度特性　　当温度升高时，晶格的热振动加剧，致使载流子运动的平均自由
路程缩短。
因此，在与原子碰撞前由外加电场获得的能量减小，发生碰撞而电离的可能性也就减小。
在这种情况下，必须加大反向电压，才能发生雪崩击穿。
因此，雪崩击穿电压随温度升高而增大，具有正的温度系数。
但是，当温度升高时，由于束缚在共价键中的价电子所具有的能量状态增高。
因此，在电场作用下，价电子比较容易挣脱共价键的束缚，产生自由电子一空穴对，形成场致激发。
可见，齐纳击穿电压随温度升高而降低，具有负的温度系数。
前面已指出，一般而言，6V的反向电压是二极管雪崩击穿和齐纳击穿的分界线，而当击穿电压在6V左
右时，两种击穿将会同时发生，相应击穿电压的温度系统趋近零。
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